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MỞ ĐẦU 

 

Các nano tinh thể (NC) bán dẫn thường được chia thành 2 loại là loại-I và 

loại-II tùy thuộc vào sự sắp xếp các vùng năng lượng của các chất bán dẫn tạo 

nên các NC. Trong các NC loại II, sự sắp xếp các vùng dẫn và vùng hóa trị của 

hai vật liệu bán dẫn sẽ tạo ra sự thay đổi cấu trúc vùng năng lượng kiểu so le 

tại bề mặt tiếp giáp, gây ra sự định xứ của một loại hạt tải bên trong lõi và một 

loại hạt tải khác trong lớp vỏ [1,2]. Sự tách không gian của điện tử và lỗ trống 

giữa lõi và vỏ làm thay đổi bước sóng phát xạ [3], thời gian sống phát xạ [2, 4] 

và khuếch đại quang [1, 3]. Sự tách các điện tích dương và điện tích âm giữa 

lõi và vỏ trong các NC loại-II là rất thuận lợi để ứng dụng chúng trong lĩnh vực 

quang điện. Mặt khác, vì năng lượng chuyển dời quang trong các NCloại-II nhỏ 

hơn độ rộng vùng cấm của các vật liệu bán dẫn thành phần nên có thể nhận 

được các bước sóng phát xạ trong vùng hồng ngoại ngay cả khi kết hợp các 

chất bán dẫn có vùng cấm rộng [5]. Ngoài ra, hiệu ứng phát laser đã mở ra khả 

năng ứng dụng rất triển vọng của các NC loại II. Trong trường hợp này, có thể 

nhận được sự khuếch đại quang trong chế độ exciton ngưỡng thấp nên tránh 

được các khó khăn liên quan với sự tái hợp Auger [6]. 

Với các ưu thế tiềm năng của mình, các cấu trúc nano được tổng hợp 

bằng phương pháp hóa học đang rất được quan tâm trong những năm gần đây 

[3, 4]. Một số cấu trúc nano loại II đã được thiết kế và chế tạo dựa trên các tổ 

hợp bán dẫn khác nhau như ZnSe/CdSe, CdTe/CdS, CdTe/CdSe, ZnTe/CdSe, 

CdS/ZnSe [1-12] … Các nghiên cứu này đã mang lại nhiều hiểu biết mới cả về 

hóa học và vật lý của các cấu trúc nano loại II. Trong các cấu trúc NC loại II, 

hệ vật liệu CdTe và CdSe rất phù hợp để chế tạo các NC loại II do chúng có thể 

tách hoàn toàn được điện tử và lỗ trống giữa lõi và vỏ phù hợp với các ứng 

dụng thuộc lĩnh vực quang điện và laser [9, 10]. Hơn nữa các NC CdTe/CdSe 

cho phát xạ ở vùng ánh sáng khả kiến và có thể thay đổi bước sóng phát xạ 


